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DESCRIPTION

DISPOSITIF POUR RECOUVRIR UN SUBSTRAT ET DE PREFERENCE
POUR RECOUVRIR DU VERRE PLAT AVEC UNE COUCHE
D'OXYDE D'INDIUM ET D'ETAIN

La présente invention concerne un dispositif
pour recouvrir un substrat et de préférence pour recouvrir
du verre plat avec une couche d'oxyde d'indium et d'étain,
constitud d'une source de courant qui est connectée &
une cathode disposée dans une chambre d'application de
revétement pouvant &tre mise sous vide, cette cathode
étant connectée électriguement & une cible qui est
pulvérisée et dont les particules se déposent sur le
substrat, tandis que des gaz de procédé peuvent &tre
introduits dans la chambre d'application de revétement.

Les cibles d'oxydes sont pulvérisées, de
préférence, 3 faible vitesse seulement en fonctionnement
HF (environ 5 nm/minute) parce que, si on augmente la
puissance de la source, il se produit d'importantes
vaporisations locales sur la surface de la cible. Ces
vaporisations locales donnent lieu d des variations de
composition des couches enlevées et & des défauts dans
ces couches par suite de l'éjection simultanée de
particules de la cible fondues (phénoméne de projection
irréguliére).D'autre part, la durée d'utilisation de
la cible est limitée 3 quelques heures par suite de ces
phénoménes, qui ne disparaissent pas complétement méme
si les puissances de source sont faibles. Les cibles
se décomposent. Cette difficulté se remarque notamment

si on tente de recouvrir de poudre des couches de
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supraconducteurs a haute température a base d'oxydes

(DE 39 06 954) et, pour ce motif, on a déja proposé pour
la pulvérisation de cibles d'oxyde 3 haute fréquence,

de disposer la cible sur son support en l'isolant
électriquement, tout en la rendant conductrice de la
chaleur.

On connalt d&j3 un dispositif d'application de
poudre pour le dépdt de couches minces de matériaux, a
l'exception des métaux sur les substrats (DE 30 29 567)
avec deux électrodes opposées l'une 4 l'autre dont 1l'une
est disposée pour la fixation d'un substrat et avec une
cible fixée 3 l'autre 8lectrode, cette cible é&tant
constituée d'un matériau non métalligue dont les atomes
constituant la couche mince sont extraits par projection
d'ions pendant l'application de la poudre tandis que
cette cible est constituée d'au moins deux parties de
cible superposées en céramique, en verre ou en résine
et qu'il est prévu un intervalle d'air servant d'isolation
thermique entre la cible et la plaque cathodique.

La présente invention a pour objet de proposer
un dispositif qui permet de réduire la croissance de
pustules 3@ la surface des cibles d'oxyde d'indium et
d'étain au cours de l'opération de projection, afin
d'éviter ainsi des modifications dans les vitesses
spécifiques de pulvérisation et dans les propriétés des
couches déposées et d'éviter l'apparition d'arcs
indésirables tout en augmentant la stabilité de longue
durée du procédé, ce qui permet une augmentation notable
de la productivité&, en particulier dans le cas des
installations en ligne, parce que les temps d'arrét requis
jusqu'a présent pour le nettoyage mécanique de la cible
sont supprimés.

Ce résultat est atteint conformément 3 la
présente invention du fait que la cible d pulvériser est
maintenue 3 une certaine distance de la cathode, en
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utilisant 3 cet effet des moyens de fixation, par exemple
des ancres de traction ou des broches de fixation, par
lesquelles la cible est reliée au corps de la cathode,
par exemple 3 la culasse d'aimant ou 3 l1'élément en forme
de "U" (par voie galvanique).

Dans un mode de réalisation en variante, un
corps chauffant plat est disposé entre le corps de cathode
et, de préférence, l'élément en forme de "U" et la cible,
ce corps ayant une surface chauffante appuyant directement
sur la face postérieure de la cible et permettant le
chauffage contrdlé de celle-ci.

La présente invention permet les modes de
réalisation les plus divers; l'un de ceux-ci est
représenté plus en détail mais de manidre schématique
par la figure en annexe, qui représente une installation
de projection pour la projection en courant continu.

La figure représente un substrat 1 qui doit
8tre recouvert d'une couche mince 2. Face d ce substrat
1 se trouve une cible qui doit &tre réduite en poudre.

La cible 3 est reliée par plusieurs broches de support
étroites 30, 30' et par un élément 4 ayant en coupe une
forme en "U", avec une é&lectrode 5 qui comprend une
culasse 6 qui comprend, entre elle et 1'é&lément 4, trois
aimants permanents 7, 8, 9. Les polarités des pdles des
trois aimants permanents 7, 8, 9 tournées vers la cible

3 sont alternédes, si bien que les pbles sud des deux
aimants permanents extédrieurs 7, 9 forment, avec le pdle
nord de l'aimant permanent central 8, un champ magnétique
approximativement en arc de cercle traversant la cible

3. Ce champ magnétique densifie le plasma devant la cible
3, si bien que celui-ci posséde sa densité la plus élevée
13 ol les champs magnétiques possédent le maximum de

leur arc de cercle. Les ions dans le plasma sont accélérés
par un champ électrique qui est créé par une tension

continue fournie par une source de courant continu 10.
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Cette source de courant continu 10 est connectée 3 son
pdle négatif par le conducteur de liaison électrique

28 et par deux selfs 11, 12 & l'électrode 5, tandis que
le conducteur 28 est &galement mis 4 la masse par deux
condensateurs 29, 31. Le champ électrique est
perpendiculaire 3 la surface de la cible 3 et accélére
les ions positifs du plasma en direction de cette cible.
T1 en résulte qu'un nombre plus ou moins grand d'atomes
ou de particules est arraché de la cible 3 et, en
particulier, dans les zones 13, 14 ol les champs
magnétiques atteignent leur maximum. Les atomes ou
particules arrachds se déplacent en direction du substrat
1 ofi ils se déposent sous forme d'une couche mince 2.

La cathode 5 avec sa cible 3 est entourée d'un
écran 24 tandis que la partie de la chambre d'application de
rev@tement 15 situde immédiatement devant la cible 3 est
désignde par 15a. L'écran 24 présente, sur sa face infé-
rieure, un orifice 26 3 travers lequel les particules 7
arrachées de la cible 3 sont accélérées vers le substrat
1.

Pour commander le dispositif ainsi décrit, on
peut prévoir un ordinateur qui traite les données de
mesure et fournit des instructions de commande. Cet
ordinateur peut recevoir par exemple les valeurs de la
pression partielle mesurdes dans la chambre de traitement
15. Sur base de ces donndes et d'autres encore, il peut
par exemple régler le débit de gaz au moyen des vannes
18, 19 et adapter la tension ad la cathode 5. L'ordinateur
est également en mesure de régler toutes les autres
variables, comme par exemple le courant cathodigue et
1'intensité du champ magnétique. Comme les ordinateurs
de ce genre sont connus, leur disposition ne doit pas
8tre décrite ici.

pendant le procédé, de l'argon provenant du
réservoir 16 est introduit dans la chambre de traitement
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15, 15a en passant par la vanne 18 et le raccordement
21. Pour pouvoir également réaliser des revétements sur
des matériaux réactifs, il existe également un réservoir
17 qui contient de l'oxygéne, tandis que ce réservoir
17 est relié a la chambre de traitement 15, 15a par la
vanne 19 et le raccordement 20.

Comme le montre clairement la figure, la cible
3 n'est pas directement connectée i 1'@lément en forme
de "U" 4, mais est disposée d une distance "a" de cet
élément 4. Par suite de cet intervalle entre larface
inférieure de 1'élément 4 et la face supérieure de la
cible 3, la cible 3 s'é&chauffe pendant le processus de
revétement jusqu'd environ 200 a 400°C, ce qui diminue
dans une large mesure la croissance de pustules sur la
face inférieure de la cible 3 en oxyde d'indium et
d'étain, et cela contrairement aux connaissances acquises
antérieurement.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif pour revétir un substrat et de
préférence pour revétir du verre plat avec une couche
d'oxyde d'indium et d'é&tain, constitué d'une source de
courant (10) qui est connectée 3 une cathode (5) disposée
dans une chambre d'application de revétement (15, 15a)
pouvant &tre mise sous vide, cette cathode &tant connectée
électriquement d une cible (3) qui est pulvérisée et
dont les particules pulvérisées se déposent sur le
substrat (1), tandis que des gaz de procédé peuvent &tre
introduits dans la chambre d'application de revétement
(15, 15a), caractérisé en ce que la cible 3 pulvériser
(3) est maintenue & une distance (a) de la cathode (5)
en utilisant 3 cet effet des moyens de fixation comme
par exemple des ancres de traction ou des broches de
maintien (30, 31) par lesquelles la cible (3) est
connectée au corps de cathode, et par exemple i la culasse
d'aimant (6) ou & l'élément en forme de "U" (4).

2. Dispositif pour revétir un substrat et de
préférence pour revétir du verre plat avec une couche
d'oxyde d'indium et d'étain, constitué d'une source de
courant (10) gqui est connectée 3 une cathode (5) disposée
dans une chambre d'application de revétement (15, 15a)
pouvant &tre mise sous vide, cette cathode étant connectée
électriquement 3 une cible (3) qui est pulvérisée et
dont les particules pulvérisées se déposent sur le
substrat (1), tandis que des gaz de procé&dé peuvent &tre
introduits dans la chambre d'application de revé@tement
(15, 15a), caractérisé en ce gqu'un é&lément chauffant
plat est disposé entre le corps de cathode, de
préférence 1'élément en forme de "U" (4), et la cible
(3), sa surface chauffante appuyant directement sur la
face postérieure de la cible (3) et provoquant le
chauffage contrdlé de celle-ci.
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